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Verfahren zur Herstellung einer Halblei terscheibe 

Die vorliegende Erfmiung betriffc ein Verfahren zur Herstel- 
lung emer Ha Iblei terscheibe lurch Atzen und gegei: enenlal 1 s 
5 Polieren der Halbleiterscheibe . 

Verfahren zum Atzen emer Halrue 1 tersche ibe smd h'eispielsweise 
in der US - 5 , 4 5 1 , 2 5 7 , m der Ef-93D -540 A2 und der E?-o73 545 Bl 
beschrieben. Eabei strcmt em Atznnedium frontal gegen e me 

10 Kante der Ha lol e i t ers me Ibe , wahrend sich iie HalhUeirerscheibe 
geaebenenf a 1 1 s dreht . Wlrd eine derartig behandelte Halblei - 

\9 rerscheibe spater einceizig c-:liert, so isc m emem Handbe- 
reach der r::oliert:en Seice der Ha 1 iiu e 1 1 e r sche ibe eine Erhbhung 



f estscellbar , die sich rmgfc^rmig enclang dec Vmfangs der 
15 Halble iterscheibe erscreckc. lie C'ber f lachenst rukt u r emer 




20 



s 1 n ]r Siz" c T.u s iri h u no 1 s z_ n 3. 2r z u ^ xrisic K3. nXis ci '2 ir H a. lb 1 -8 1 - 
terscheih^e srrcnit, das dadurch aekennzeichnen isc, da:^ die 
Halclei::er3cheibe m Bezua auf die Strcmungsrichtung des Atz- 
T.ediu:T.3 geneigr wird, sc) daS zwis^hen der Szromungsrizhr ung des 
At: zrr.ed iur".3 und emer erscen Seit:e der Haibleiters zheiii^e eir: 
Wmkel von kleiner als 1 8 0 und zwischen der St romungsrichtung 
des At:zT.edium3 und einer zweiten Seice der Halbl e i tersche ice 
ein /Jin^-cel von grdl3>er als be scent, und die zweite Seit. e 

der ?Ia 1 ci e .1 1: er sche ibe so^aier pcdiert wird. 

Die Erfmdung wird nacnfolgend mit Untersr uc zung von Figuren 
weiter eriaurert . Figur 2 zeigt in Drauf3i::ht eine Halbleiter- 
scheibe und em Srhuozsohild genaa:!. der ersren Ausgesr a 1 tung der 
Erfindung. rigur 3 zeigi die Anordnung einer Halb i e i r ersohe ibe 
relativ zur S o rc mungsr i c nzung des Aczn:iediums gemaS der zweiten 

der Szand der Technik und die Erfindung gemal^ der ersren 
Ausgestal lungsf C'rm einander gegenuberges t e 1 1 1 , um die Wirkung 
des Sohuc zschi Ids zu ver ieut 1 ichen . 

Unt ersuohungen der Erfinier haben ergeben, dai3> sirn das At z - 

^ ^ : . , „ ^ ^ ^ rfi^ "i^c ^ 11 ti e a e r H a 1 ii) i e 1 1 e r s r n e i b e 1 v e r '.v i r b e 1 1 , 

, ^ , ^ ^ Q c; i z '""^ e d 1 u a c b der b i s n e r u b 1 1 ir n e n Art. in e i n e m 1 a im - 

s t i ^ E 1 e s e S i ^ u a 1 1 n i s t in F i ou r 4 j. a r e s t e 1 1 1 . D u r z n die 

^ ^ - ' - -.^ — ^ V- - '-^ ^ - - 5 e 1 1 e n d t:; r H a 1 b 1 e 1 1 e r s t n e i b e . N a c b^ eine i" 
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anges^rcT.re Kance aer r.a^c^eicerscneice von emerr. :Dcnut: zscr.o ^ a 
abgeschiriT.t: wird. Das Srhutzschild 5 verfugt m der gezeigren 
Au 3 f uh rung s f c r rr. ub e r P a a r e v on F u hr un gen 6 , z w i s r he n de ne n die 
Halbleiterscneibe 1 gehalren und gegebenenf al 1 s gedreht: wind. 
Die Wirkung des Schut zs rhi Ids , dessen Di::ke vorzugsweise der 
Z'l rke aer Ha lb 1 e i rers :::heibe entsprirht, ist m Figur 5 deu::lich 
gennachr . Fine lammare Stromung 2 des AtzTiediums crifft auf der 
Ftiirnseitie 7 des S ::hut z sen 1 1 is 5 aut . 'Jnn:^! t re 1 In-a r hinrer der 
Stirnseir-e bilden sich auf beiden Sei:ien des Schui zschi Ids 
Grenzsshichten mit turbulenter S::rcmung 4 aus . Dies geschieht 
auah dann, 'A-enn die Srirnseire wie in ier Figur E angedeucer 
isz, erne abgerundete Fc>rm besiczr. Bis das Arzmedium die Halb- 
leiterscneibe 1 erreicht/ ist: die Srrdriiung nur ni'ih laminar, so 
aa:^ em gl e ish*i:^a:3iger Aizantrag gewahr le i s::er: isi. Dies isi 



'"1 r~ 



r rail, we: 



auf das S r:nui zschild ve: 



aeaen aie Kante der Halbl e i t er s she i] 



scrcmi . 
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Halbleirerscheibe . Daruber hinaus bildet sich nur hinter der 
Kar.re an der zweicen Seire 3 der Halbleitierscheibe 1 eine 
3rer zs chi rhr TlIC turbul enter Strdrr.ung 4 aus , die m dieseiTi 
Bereich der Halbleitierscneibe emen erhohten Atzabtrag bewirkr 
3ie en ti s ti e be nde einseitzi-^e Unebenbeit der Halb lei tier scneibe 
v;ird spater beseitigr, indent die zweite Seire der Halbleiter- 
scneibe oolierz wird. 

Eine v;eitere Ausgescaltung der Erfindung sieht vor, die 
Merkmale der beiden ersten Ausges t al t ungen zu komb}inieren , das 
neij?,::/ em Schutzschild vor Kante der Halbleiterscheibe 
anzuordnen, die Halbleiterscheibe aus der S t rcmungsr i cht ung zu 
neiaen und SDater die zweite Seite der Halbleiterscheibe zu 



Patentanspriiche : 

1. Verfahren zur Herstellung einer Halble:iters rheibe durch 
A::zer: der Halbleit erscheibe , wobei em Atzmedium er.tlang emer 
S:: rc^rp.ungsri chn una laminar zu einer Kante der Halb 1 e i cer sche ibe 
strcmt, dadurch gekennze ichnec , daS vor der Kante der Halblei- 
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medium aeaen das Schur zschi Id und nizht gegen die Kance der 
HalL'leicerscheibe szrcimt . 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennze ichnet , da:3, di 
Halt lei terscheibe m Bezug auf die Stircmungsr i ::htung des 
Anzmedium.s geneigc wird, so da:s zwiszhen der Sr rcm.ungsr ichuu 
des At: zmied lum^s und emer ersuen Seiue der Halble i ters zhe ibe 
Wmkel von klemer als 130^ und zwiszhen der S::remung3r i zhou 
des Arzmediums und emer z^A'eiten Seize der Halbleizerscheibe 
em VJmkel von i::roC<er als 18 1^ ceszeht, und die zweite Seize 
der Halble izersone ibe soater pcdierz wird. 



-9 
em 



3. Verfahren zur Herszellung emer Haxj:'ie i terscneiZ)e aurzn 
Anzen und Pclieren der Halble i t: e rszhe ibe , wC'bei beim. Atzen 
HalO'l e 1 z er sche ibe em AtzmiodiumL enzlang emer S z romungs r i ch 
lamunar zz: emer Kanze der Ha Iz: le i zers zhe ibe strzmir , dadurzr 



t una 



1 a 1^ z w 1 s ; 



^ 1- 



;s Azzz:eaiuz;3 geneigz wir. 

:g ies Azzmediums und em'__ 

ui Wmkel vizi klemer als 1 S 0 z:nd zwiszh 

: a 3 r 1 z z. z u n a ze s A z z m.e d i urns und e z n e r z we i z e n S e i z ^ 
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5, Verfahren nach emer:: der Anspruche 2 bis 4, dadurch geke: 
zeichr.eri/ das die Halblei terscheibe um 1 bis 10° aus der 
Strcrru-gsrichtiung des Arz-iccels geneigt wird. 



Z u s amm e n f a s s un g 
Verfahren zur Herstellung einer Halblei terscheibe 
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und die zweite Seice der Halble 
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Fig. 1 (Stand derTechnik) 




Fig. 2 




Fig. 3 




Fig. 5 



